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neado, segln se describe, por ejemplo, en "Low-Noise Implanted-

mo 1a relac16n de senal a ruido de dicho tran31stor, ge debe re ;

’ducir 1a.resistencla total de la base de le unidad a un minimo,

ciendo una concentracién de adulteracidn relativemente glgvada

{ en dicha regién.

, iﬁactiva estd relativamente muy sdultersda su adyacencia con ol
- emiaér, que también estd muy adulferado; dé lugar a la llsmada

"unién de emisor a base blenda que, para muchas aplicaciones de

o ale

Este invento se refiere a-la fabricacién de dispositivoﬁ

, semlconductores y, de un modo mas partlcular, a una técnice para

_-conseguir control sub81crometr1co de perfiles lateralee de adul*

i

teracibn en tales dispositivos, '
Ya se comoce la fabricacién de tranéigto:es bipolares |
de microondas utilizando el proceso 1lamadq de.emiéo: autoali-

-Bage Microwave Transistors" (Transistores de microondss de733839

. : i
Implantsda y Ruido Bajo), de J.A. Archer, Solid State Electro-

nics, volumen 17, paginas 387-393, 1,974, Para sumenter al méxi

. mer emmer e

pero menteniendo szl mismo tiempo una gansncia de corrimiento
suficiente. En dicho dispositivo, la base comprende nérmalmehte'

regiones inactivas y activas. La reszstencla total de la base es

~la suma de la resistencia de éstas dos regiones de la base. Para

mantener la ganancia de la corriente constante, 1la rosistencia
de 1a regzén de la bese activa se puede reducir solamente redu—

clendo la anchura de la franje del emisor del dispositivo. La

resistencia de la regidén de la base inactiva se reduce estable~

. . i
1
|
|
En un transistor normal, con emisor autoslineado,segin ;

se ha propuesto originalmentg, las regiones del emisor ¥ base

insctive estén directamente adyacentes. Si la regidén de base

interéds préctico, -e8 una caracteristica indeseable. (Una unién

blande ea aquella que exhibe una fuga de corriente relativamente
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en unttransiétor de emisor sutoalinesdo tiene el inconveniente
_’thibka et;hlAha demostrado ser dificil de controlar deuna ma

de una técnica que pueda permitir la formacién de una regién

elevada y un voltaje de perforacién relativamenté bajo).

. Una proposic16n pasra mejorar las caracteristicaa de 1&
unién emisor a base de un trensistor de emlsor autoalineado §on
siate en ihclu;r en el dispoextivo ls 11amada regién de baan ‘
compensadora. (Vease, por ejomplo, ‘A New Submicron Enitter Fn:
natién with Reduced Base Resistence Ior Ultrs High Speed DQVi- :

ces"” (Nueva Formaci6n Submlcrométrlca de Emisor con Res:stoncza

Reducida en la Base para Dispositivos de Velocldad Ultxe Alta)

. de H.'Kamloka et al, IEDM Technicel Digest, péginas 279-282, |

'1,974). Este parte de compensacién se empareda entre laregibn

de base activs aulterada de una forma relativemente ligera y le:
regién de base inactiva relativamente muy adulterada. Lé'conQ '
centracién de 1mpurezas en la parte de compensacidn es normalmei
te intermedia s las regiones de base activa e 1nact1va. Como '
la anchura de la parte de compensaci6n es8 normalmente muy pegs
fia (por ejhmplo,‘mﬁnos de 0,3 micrones su inclusién en el dis~-
positivo noncontribuye notablemente a la resisteéncia totale -
Da técnice descrita en el articulo de Kemioka et sl

mencionado, para conseguir una regién de base de compensacién

de que exige el ataqué quimico controlado de cuatro capas depo

sithdas..Adeﬁés,'una etapa de rebaje del tipo especificado por

nera pronosticable y reproducible.

N Por consiguiente, ha surgido 1la necesidad de disponer

de base con compensacidén en un transistor de emisor autoalinea !

do de una menera simple pero féacilmente répfoducible. Ademas, }

se ha reconodido que dicha técnica, si se encontrers disponiblsg,

soria también dtil para controlar los perfiles latierales de
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" la capa protectora desbastada se eliminan entonces por ataque

| mlcroondas del tzpo de emisor autoalineado.

' _proporclonar una técnica para controlar el perfil lateral de

. activa. Segin este método, se forma una capa de nitruro de sili

~ran regiones no enmascarsdo por el modelo de capa protectbra.A
1. serte invento, se desbasta el material de capa protectors una

.cantidad predeterminada en un plasma oxidante, Aquellég-partea

N quiﬁico. Entonces medianie una implantaciSn-iénica de dosificsa

cibn relstivamente ‘ba,ja, se establece una regibén del tipo de

no estan enmascarades por el modelo de capé protectora desbag

adulterscidn en otra variedad de dispositivos'semiconductores. !

Por consiguiente, el presente.invento tiene por objeto

especifico proporcionar un método perfeccionsdo pera formar

una regién de base de-compensacién en un trensistor bipolar de }

De un modo més meneral, este invento tiene por obdeto )

adulteracl6n en una varledad de dzsp051t1vos semlconductores de
i
una manera slmple y reproducible, i

Expuesto brevemente, estos y otros obaetos del pro-

sonte invento se consiguen en un método ilustrativo especifico :
i

' para fabricar un trensistor bipolar de emisor autoalineado del f

tipo que_cdmprende una regién de base de compensacién amplia

submicrométrica interpuesta entre megiones de base inaetiva y -

cio sobre un eiemento de silicio de un tipo de conductividad.

Sobre el nitruro de silicio se forma un modelo de material pro

tector. Entonces, por una implantacidn idnica de dosificacién

. relativamente  elevads, se establece una regién de base inscti~

va del tipo de conductividad opuesta en el elemento de silieio -

_ Despuﬁb, de acuerdo con una caracteristica principal del pre-

de la capa de nitruro de silicio que no estén enmascaradas por

‘conductivded opuesta en el elemento de silicio en regiones que

1 -
1

——a 4
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tada para formar}de éste modo una regibén de base de cOmﬁenséc164‘

cuya extensi6n lateral corresponde a la cantidad predetorm;nadal

[

‘donbaatada de la capa protectora. Ln una gerie de etapa ultcrig

cewt s A,

res, se formen en el elemento de BlliClO regzones de bese act:-

‘vas y emiaor.

P ¥

Las flguras 1 2 5 con vistas de coatado en secceién

5 a8

WL e BT - AR AL Taal -

:
|
1 o
,transversal de una parte de un disposltzvo sem;conductor eapeci i-
"rlco ilustrativo del tlpo que se puede fabricar segin los prin-l
: : |

" cipios del invento.

-10; , A titulo de ejemplo especifico, el invento se deserlbe
en la presente memoria en el contexto de la fabricacién de un
transistor bipolar de microondas particulares del tipo de qmiso%
autoalinoado. No dbstante, segin resultara evidente més adelan. -
‘ te, ‘el invento tiene tambi anvapllcacién a la fabricacién de 'éV
15. otros d;sposltlvos pricticos, Ademds, se comprenderd que las 'lé
dimensiones, maﬁeriales; doncénfracioﬁes, etc,.eépecificos indii
ca¢qsré eontinuacién sirven solameﬁée de ejemplo. : oo
. En 1a figura 1 se representa una capa epltaxlal de
C Atipo normal 10 formada sobre un substrato de 3111c10 de tlpo N
A'-.20.., 12 A titulo tlustrativo, 1a capa 10 tiene un espesor de 2,5 i'
P 5’5 micrones (en la dlrecclén I ) y se adultera con arsénico P
hasta una concentracién de aproximadamente 5 x 1012 &tomos de
argéﬁico_por cc. Sobre 1s caps 10 se deposita una csps pasivadg
ra 14, por ejemplo de didxido de silicio que tiene un espesor
25, . : de abfpximadaﬁente 250 Angstroms., Sobre el'diéxido de silicio
' hay-ug& capa 16 de nitruro de silicio que tiene unespesor de
aproxinadamente 1,000 Angstromé. '

Por métodos clésicos bien conocidos por el experto

- en la. materia, se deposita una capa de material fotoresistente .

;i; 36; o0 resistente a los electropes‘de tipo positivo o negativo,sopr
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.y 37 mlcrones, respectlvamente.

..1lustrat1vo, la 1mplantacién de las regiones 20 y 22 se puede

. cos eh la superficie superid: de la estructurs de la figura 2.
. Como vériante, eliminando primero aquellss paites de la capa 16
_que mo estén cubieitas por el modelo de capg protecéora 18,80'

;pueden foramar 1as regiones 20 y 22 por implantacidn 16nlca

| una. energia reducida de tan solo 20,000 voltios electrénlcos. '

-G
la capa 16 de la flgura ly despues ge irradia de una forma g
selectlva y ge elabora para formar un modelo prescrito. Dicho mo
delo ge 11ustra en 1a figura 1 en formaude una barra 18 cuyas

dlmen81ones Xy I Y % son aproxlmadamente. 1,5 mlcrones, 1 mlcréd :

La barra de capa protectora o modelo 18 s;rve como

{ méascara pqra evitar que los 4tomos cargsdos (iones) dirigidos !

sobre la parte superior de la superficie de la estructura de la

figura 1, se inyectan en la parte de la capa epitaxial 10 que

' queda bajo el modelo de cepa protectora 18. chha 1nyecc16n o

1mplantac16n iénice, que es ung tecnica bien conoclda (vease

' por ejemplo, "Ion Implantation" ( Implgntac16n 16n1ca) de W.L.

Brown y A.U. Mez Rae Bell Laboratories Record,paginas 389,394,

' Noviembre de 1.975) sepuede disefiar fécilmente para que penstre

en la capa 10.Como veriaBte,aquellas partes de 1la capa 16 no cu-
biertaS'por el modelo de capa prbtectora 18 se pueden elimiar
antea de realmzar la fase de 1mp1antacién iénicge

De un modo més espociflco, gegln se ilustra en la figura 2,80 ':

- forma p¥ regiones de. baze 1nact1vas 20 y 22 en la capa epmtaxial

10 empleando téclcaa clés;cas de 1mp1antac16n iénica. A titulo i

rgalizar dirigiendo una dosis de 5 x 1015 iones de boro por

centimetro cuadrado com una energia de 60.000 voltios electréni

con la dosis especlflcada anteriormente antermormente peec a

L
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En uno u otro caso, esta fase de implantacién ibnica de dosifi

mrternd Vo a

cacidén reletivamente elevada establece en la éapa 10 regionés‘

e
SN

"”ﬁfr Lo do b aae inactivas 20 y 22 que muestran una caracterlstlca da o
roaxstencla relativamente baja.

e 54.- K Segfin los principios del presente invento la raso Bi=

_,f”; S guiente en el proceso de fabricasecidén que se describe en la pre-
. + - o .

sente memoris es desbastar la snchura de la capa protectora 18

P de la figura 2 en una cantided predeterminsda. Esta operacién

,}. . " e resliza convenientemente empleando la técnica conocida como i

: 10. ataque con plasma que es un procedimiento simple en seco por me=-

dio del éuai se puede conseguir el desbaste deséado de la'capa o
' ' |

i

plasmas, que es un procedimiento normal conocido se describe,pez

protectora en cuestién de tan solo unos minutos. EL ataque con

\ . - C
ejemplo, en "A Plasma Oxidatién Process For Removig‘?hotereSist'

15. Films" (Procedlmlento de Oxidacidén Gon Plasma para Eliminar Pe-

1iculas Fotorresistentes), de .M. Irving, Solid~State Technol 4

EY Volumen 14 (6), paginas 47-51, Junio 1.971. , :

A titulo ilustrativo, el método de invencién 1l solici

tante comprende desbastar el mbédulo de cppa protectora 18 de’ la:

20, figura 2, en un plasma oxidentes La gase de desbaste ge puede %
realizar, por eaemplo,utlllzando un aparato de ataque con plasmé |
. International Flasma Corporation Model 2005 u otro aparato equif
valente, Colocendo la muestra que se mordenta en plésma de oxi
. geno bajo unapresidn de aproximadamente un-torr, se consigue élz
254 | desbaste submicrométrico controlado por precisidén del méteriél
protector.A 40°C y con un ajuste de potencia de 300 watios, se
deterniné en O, 1 micrones por minuto.el_régimen normal de ata~=,
que establecido en el aparato para un material protector negati'

vo como es el poliglidicidilmetacrilato=coetilacrilato (COP).

o B0 Asi, pars conseguir una regibén de base de compensacidén inactivsg;
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| haberse desbastado, por ejemplo 0 925 mlcrones de anchura Yy altn

" 88 couvenlente, aln oque no absolutamente necesarlo, eliminax

<jd1ferenclal en cual las partes sin enmascarar de la capa 16
'intacto. Por e;emplo, colocando la estructura de la flgura 3

‘Plasme descrito en una atmbsfera de ,5 torr;de fluoruro de caxni

—7-

con una anchursa de 0,2 a 0,5 mlcrones, se necesita un tiempo de|
ataque total del orden de tan solo 2 a 5 minutos.

El ataque 1sotrop1co con plasma del material protecton

| se lleva a cabo en la forma descrita enteriormente. Deepnes de 5‘

ra, él modelo de capa protectora tiene la forma 11ustrada en
la flgura 3e E1 modelo de capa protectora orlglnal 18 ae ilus~

tra con lineas de puntos y el modelo dasbastado esta 1ndxcado

por el numero de referencla 2he
Antes de proceder a la 1mp1antaclon 1on1ca de las re.

giones de base de compensacion 26 y 28 ilustredss en la flgura ?

|

_aquellas partes do la capa de nitruro de 8111010 16 que no es-= :

tag enmascaradgs por el modelo de capa protectora desbastada 24.
Esto se puéde realizar, por ejemplo, de un modo normsl en el 1

sparato de ataque con plasma menclonado en una etgpa de ataque*

son atacades, pero en la cusl el modelo 24 queda virtualmente

dentro del campo de radmofrecuencla del aparato de ataque con

bono al 96% y 4% de oxigeno, a un sjuste de potencia de 100 -
watios, se eliminan las partes sin enmascarar de la cepe de ni-
truro de silicio 16, Normslmente, se necesiten ten solo de 1

a 2 minutos para dicha eliminacién.(Ta superficie superiqr ori

ginal de lss psrtes eliminadss de la capa 16 se indiea en la

figurs 3 con 1lineas de puntos y rayas). En dicho punto en el
proceso de fabricacidén, solamente permsnecen sobre la capa 14

el modelo de capa de proteccién 24 y una parte de nitruro de

silicio 30 directamente subyacente al modelo 24,
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Despuds se formen lss regiones de base de compensacidn i
de tipo P 26 y 28 de la figura 3 con una implantacién.do boro

14

8 una dosificacibén de 1 x 10" iones por centimetro cuadrado,

i
i
por ejemplo, con una energia de 10,000 voltios electrénicbg.com%
Se varisnte, sntes de formar las regiones de compensécién 26 y 28 i
el material protector 24 se puede.eliminap de la regidn de nitnq
ro de silicio 30, por ejemplo, por ataque con plasma 0 por medi ls
' quimicos hiimedos clésicos. En dicho caso, se pueden formar en u]
sols fase de implantacién idnica lss regiones de compensacién 2&
10. ¥ 28 y 1la regién de base activa. Esta regién de base sctiva,que
no se ilustra en les figura 3, pero que se especifica de una fon
ma adlcional mas adelante y se representa en la figura 5, se foﬁ
ma bajo la regién 30 en la capa 10 entre las regiones 26 y 28. g
Supongamos, no obstante, a t{tulo de ejemplo 1lystrat1vo especi
< 15. fico, que la capa:protectora.24 de la figura 3 permanece sobre
la estructura como modelo de méscara, y que por lo tanto, so}a;;
mente se forman las regiones de compensacién 26 y 28 por la eﬁa;
pa de implantacién»iénica descrita. Después, el modelo 24 se el
mlna en la forms especificada y se desarrolla una capa relativa-
.20.. mente gruesa de 4xido de silicio de un modo normal.sobre aquells
| partes de la cepa de didxido de silicio driginales 14 que no ésé _
tén enmdscerades por la purte de nitruro de silicio 30. La es~ A
fructura Tesultante se ilustra en la figura 4, donde la capa
de dibxido de silicio 32 tiene sﬁ espesor original de aproximadgv
25. mente 250 Angstroms directamente bajo la parte de nitruro de si%

licio 30 y un espesor d de aproximadamente 1,500 Angstroms en }
otras partes. ’ I
Durente todo el ciclo de elaboracién descrito snterior+

mente, en particuler durante la fese de desarrollo de 6xido,tiaf

ja% ne lugar una cierta cifusidén lateral de las regiones P implenta=
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~ milicio situada directsmeute debajo se eliminan por ataque. Una

das, Esté se representa en la figura 4 que ilustra que el espa<
cio 4eé sepaﬁacién g entre las regiones de base de compensacién 16
y»28 e8 ligerasmente menor que la gnchuré d§ la parte 30. Ademés;
el espacio.g ilustrado en la figura & es‘ligeramente menof'que‘.
ei espacio de éqparacién idgalizado indicedo en la figura 2,
como se ha establecido originalmente entre las regiones 20 y
22, ' |

En algunos prodgdimiehtos de fabricacidn, el movimien
to latersl de- los'limites'encérados de lss regiones formsdas
originalmente 20 y 22 de la figura 2 es exactamente.pfonbstica-:

ble ¥y reproducible. En teles casos, las fases de 1mp1antacmon

" descrita anterlormente, que forma lag regiones de ‘base de compen

8&016n 26 y 28 (vease la f;gura 3) se pueden eliminar realmente.
El wovimiento'létéral_de algunas de las impurezas implantadas ;
originelmente en leas regiones 20'7 22 formarén, de hecho, las é
reglones de compensaclén adulteradas de una forma relatlvamente;
ligera. Cualquiera que sea ‘el modo en que se forman las reglones
'de base de compensaclén, la reduccidén menclonada en el tamaﬁo %
de la capa protectora, segun el 1nvento, se controls para cons i
guir un modelo de capa protectora desbastada cuya anchura se ;
aproximas al espacio de separacion final que existe entre los l%
mites encarados de les regiones de compensacién. For consigﬁienﬁe
en uno u otro caso, la anchura de la parterde nitruro de silicid
30 ilustrada en la figura 4 se aproximeréd también a dichos e}axpa-:L
ciose . ‘ ‘ S |
" De un modo directoy la parte de nitruro de siliciql30.

de.la figura 4 y la ceps relativamonte gruesa de dibxido de

cierta parte de ls capa relativemente gruesa 32 @e dibxido dé'

silicio se ataca también, pero una psrte sustancial de la capa
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-ra,tiene caracteristicas convenientes para el dispositivo.

_sor de la estructura ilustrada en la figuras 5 se realizan de

~10~

32 permanece sobre ia estructura, Esta parte restante se ilus=—
tra en la figura 5 y estd indicada por el nimero de referencia
34. Una ventanilla de abertura de'anchurg W en la capa restantg;
34 queds dispdnible para implantar sucesivamente 1é capa 10 pe- !
giones autoalineadas de base activa y visor de una forma‘bien
conocids en este rams de la industria. A titulo ilustretivo,
una regidn de base de tipo P activa 36 se implenta en la caps g
10 dirdi:iendo 5 x 1015 iones de boro cenfrimetro cuadrado con ;

" una energia de 3.000 voltios electrénicos a través de la abertu:

ra en la capa 4. Ulterlormente, para formar una regidn omlsorai
de tipo Nt 38, se dirigen 2 x 10%7 iones de ersénico por centi i
metro cuadrado con una energia de 50,000 electrénicos a través |
de la abertura especificada. Ademds, segin es bien sabido,se 5
puede efectuar una fase de reconido deépuéa de lss fsses de im~-
plantacidn de la base'y'el enisor para eliminar desordenes de

cristales en la capa 10 resultente del bombsrdeo iénico y, al

mismo tiempb, para impulsar (hacia abajo en la figura 5) las -

1mpurezaa de leas reglones %6 y 38.

En la figura 5, una parte de las regiones de compensa- ;
¢ibén 26 y 28 se interponen entre la regién del emisor 38 y las i
regiones de base inactiva 20 y 22, Por las rézbnesAexpuestas
anteriormente, dicha estructura, donde las regiones de base
inactiva ¥ emisor adulteradas notablemente quedan separadss por

las regiones de compensacidn de adulteracién relativamente 1ig§

Los contactos eléctricos a las regiones de base y end]
!

una forma normél.Asi, por ejemplo, se pueden hacer aberturas ;
(reprasentadas por lineas de puntos) en la capa 34 y aplicar- l

me un material conductor spropiado (representado por lineas de |
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cacién del método de invencidn del solicitante de la fabricacid

dad~seriip como o;ectrodo puerta del dispositivo, se superpone

en contacto con las regiones 20 y 2 estén indicdos por 108 ni
meros de referencia 40 y 42. De un modo similar, se forma un
elemento conductor 44 scbre la estructura, para establecer con +

tacto eldctrico con la regibn del emisor 38, Se puede hacer al

substrato 12 una conexién apropiada del electrodo del colector.

Afinque anteriormente se ha puesto de relieve la apli
' ' ‘ ' |

de un trensistor bipolar de emisor autoslinesdo, se comprendera

que -6 método tiene también aplicacidén en la fabricacién de’

otros tipos de dispositivos.
' En la fabricacién de un dispositivo de tranéistoricon%
efecto de campo de puerta aislada (ICFET), se puede utilizar

una capa modelada de polisilicio cubierta por una capa corres—

pondientemente modelads de material protector somo mAscers para
'impiaﬁtar,rggiones de fuente y drenaje en un cuerpo semicondug i

tor. Durante las fases aulteriores de elaboracién normal, los l

| . cantos vérticales encarados de las regiones implantadas tienden

en id préétic&, a desplazarse lateralmente una hacia la otra. ;

Por consiguiente, la etapa de polisicilio Que‘tiene por finali '

a partes de las regiones de fuente y drensje. Esto di lugar
8 eféctos parasitos indeseables de capacitancia que limitan las
Oa:aoteriéticas de alta frecuencia del dispositivo y, ademés,
pueden producir perforaciéﬁ con bajo voltaje en diupositivop
IGFET de canal corto. ) '

Segin los principios del.presente invento, la caps

protectora sobre la capa de polisilicio de una estructura que

se ha dé elaborar para formar un dispositivo IGFET se hace ini~
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éonsigue un dispositigb IGFE? con caracteristicas convenientes

' pormalnento en gran meghitud para reducir la resistencia, una

.30,

cislmente mas ancha que la anchura finsl dessada del electrodo

puerta. Jespués del etague con plasma del polisicilio que no.ésﬁé

enmascarado por la capa protectora, se implenta por iones las |
- !

regionies  fuente y drensje en el dispositivo de un modo normal

- utilizando el modelo de capa protectora y el pollslliaio remanqﬂ :

te como elemento de méscaras compuesta.Entonces se desbasta el

i
. L
modelo de capa protectora en la forma controlada con precisiép ‘

. citada enteriormente para compenssr el desplazamiento lateral

epperado de las regiones impdantadas de fuente y drenaje. En

oiras palabrss, la capa protectora se desbasta de forma que su

I
. Y . I
anchura corrosponda casgi exactamente a la separacion final que |
l
existira, despues de la elaboracidn, entre 108 cantos encaradoai

de las reglopes de fuente y drensje. Después, utmlzzando el ma~

_ terial de capa protectora desbastada como méscara, se mordenta

‘el polisilicio expuesto de modo que su'anéhura corresponda 8 la .

de ls capa probectora desbastada,. por lo que la anchura del i
polisillcio sera entonces menor que la dlstancla inicial establ

cida entre las reglones 1mplantadas deé fuente ¥y drengje.Entonce‘
el material de capa protectora se elimina y se lleva a cabo la E
elhboiaciéﬁ ulterior de modo guelos cgntos finales encarados :
de las.regiones de fuente y dfgnaje queden précticamente en ali

neacidén exacta con la puerta de polisicilio. Ve éste hodo se

de una forma facil b reprodldble.Ademés,'se pueden construir
empleando otapas almllares, otros dlsposltlvos como, por ejemplq,
dispositivos EET de barre Schottky ¥y d;apositmvos BET. de puerta
de unidén, En los disposigivos FETcon barra Schottky con puerts

de unién) donde las regiones de fuente y drensje se implantan

reéién de compensacidén similar & la establecida en el procedi-
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miento de fabricacién de transistores bipolsr descrito éntpriorﬁ
{ mente, evitaré la perforacién con bajo voltaje entre la puerta
é:.' " ?, ¥ las reglones de fuente y drenaae 1mp1antadas en gran nagnmtud.
R !

Finalmente, se eomprendera que los proced;mlentoa

,'Zdesarltos antquormente sirven solamente de 11ustracién de Ia

o _aplicacién de los principios del invento. Segfn estos Princinﬁ?# -

I del inventd;“Segﬁn estos principios, los .expertos en la ﬁaferia

pueden ideap nqmefbsas modificaciones'de ios métbdog expugstoé !
1 sin desviarsé del espirifu vy alcance del inveﬁto. Por ejemplo, !
16. r'aunque Be ha puesto. princlpalmente de relieve ol desbaste de un i
% materlal protector por la tecnzca convenlente de ataque con pla#
.’ma en. atmésfera ox;dante, se comprendera que existen dzsponlbles
S . otras téenicas, por ejemplo ataque quimico hémedo, como variem-
.ot j-*iq pera llevar a cabo 1a‘gase de desbaste. _ ;
¥olase| S
" N ' 'Descritauéuficientemente la. naturaleza deliinvento,aéi'
"como 1a manera de reallzarlo en la practlca, debe hacerse cong-

A -7 .tar que las disposiciones’ anteriormente 1nd1cadas son susceptl-

Ajbles de modlflcaclones de detalle en cuanto no alteren su prin- B

:go.L':olplo fundamental.
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REIVINDICACIONES i

. 1.~ Procedimiento pare fabricar un dispositivo semicogi

ductor de una pieza, que comprende las fases,de formar un modelo
prescrito de material protector sobre una superficie del cuerpo,
egtablecer regiones de tipo de condqptividad especifica en par-:

]

tes del cuerpo enﬁascaradas por el modelé, por lo que las regip

nes quedan separadas lateralmente en el cuerpo en una distancia
de aproximadamente iguzl a la snchura del modelo;caracterizado ;
dicho procedimiento porque se desbasta el modelo de capa proted
tora una cantidad predeterminada‘para reducir sx anchura y prqpl
cionar un elemento de mésqara para la ulterior elsboracidn del
dispositivo.' ,

e~ Ero¢edimient0'seéﬁn la reivindicacidn 1,caracterif
zado porque se despasta el modelo de.capa protectora en un plqé :
ma oxidante.
3.- Procedimiento segfin'la reivindicscién 2, caracte-

rizado porque cuando dicho dispositivo pdmprende formar el ﬁg

delo de material protector prescrito gobré una primera capa de
un tipo de conductividad, se eliminan aquellas partes de la pnii
mera capa que no esten enmascaradas por el modelo de capa prote' -
tora desbagtads y se elimina el mo:lelo de capa protectora, dej
do por lo tanto sobre el cuerpo una perte de la primeia capa
cuya anchura corresponde con la anchura de la capa protectora '
desbagtadal. |
4~ Procedimiento segin cualquiera de lss reivindica-

ciones anteriores, caracterizado porque la anchura del modelo

de capa protectora se desbasta en una cantidad que corresponde ;

al desplazamiento lateral de las regiones establecidas una en |
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direccibén a la otra y, que tiene lugar durmnte la fabricacidn |
del dispositivos | " :

5.= Procedimiento sggﬁn cualquiera deilas'reivindicacid
nes anteriores, caracterizado porqhg se eétablecen a@emés.regioi
5; nes de compensacién en partes del cuerpo no enﬁasééradas por el .
modelo de capa protectora desbastada. '

6.- Frocedimiento segun cualquiera de las relvindlcaclo
nes anteriores, caracterizado porque dichs etapa de establgcimiJn
to comprende regiones de impactaéién idnica del tipo‘@e oonducti

10, | vided al del cuerpo de la piega en dicho cuerpoe

7+= Procedimiento segun la re1v1ndlcac16n 3,caracter1-;
i zado porque la primera caps comprende una capa de nitruro de szq '
licio. '
7 ' 8.~ Procedimiento segin la reivindicacién 5,caracter1-e'
~ 15. zado porque la primera cspa comprende una capa de polisilicio. ;
" 9= Procedimiento segﬁg lareivindicécién 7,cafacterizaio
porgue se desarrdiia una capa de dibxido de silicio sobre las :
partes superflclales del dlSpOSltlvo que no estan cub1eztas por!
 la parte remanente de nitruro de s111c10. '
20. | ;' 10.- Procedimiento segun 1a re1v1nd1cacion 9,caracteri—§
zado porque se elimina la parte remanente de nitruro de siliclo
.para formar de este modo una abertura en el didbxido de Slllclo |
con el fin de tener acceso al cuerpo semiconductor y despuea E

formar sucesxvamente por 1mplanta016n 16nlca, a través de la

25 aberturas, las regiones de base y emisor en el cuerpo. ;
- - 1

1l.= Procedimiento segin la reivindicacién 4,carscteriza:
do pprqué 1as.fases de establecimicnto citadas comprenden uns

' primera formacién de una regién de base inasctiva por una implan

tecién iénica de dosificacidén .rélativemente alta, y una segunda

. ) : i
30s ' formacidén de une regién de base de compensacién por unas implanta
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cidn ifnica de dosificacién relativamente baja.

12,~Frocedimiento para fabricar un dispositivo semicdg
guctor de una sola pieza, tal y como queda sustancialmente des-

erito en la presente Hemoria, y en los dibujos adjuntos.

Esta Memoria consta de dieciseis hojas, escritas a

maquina por una sola cara.
‘ Madrid,  §§ WOV $976
WESTERN ELECTRIC COMPANY, INCURV'ORATED .
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